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１．概要（Summary） 

既存のCMOS技術を転用可能なSiフォトニクスはオン

チップ光配線など様々な光インターコネクション応用が期

待されており、世界中で活発に研究開発が進められてい

る。本研究では、歪 SiGe を導波路コア材料と用いること

で、より効率的な光を変調可能な光変調器の研究を進め

ている。微細デバイスを作製するために EB 描画装置を

用いた。 
２．実験（Experimental） 
・利用した主な装置 
 高速大面積電子線描画装置 
・実験方法 
 光変調器の導波路パターン、イオン注入領域パターン、

電極パターン等を EB 描画装置の直接描画を用いて

Si-on-Insulator 基板上に描画することで、歪 SiGe 光変

調器を作製した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

実際に作製した歪SiGe光変調器の素子写真をFig. 1
に示す。1x2 MMI カプラを有する非対称マッハ・ツェン

ダー干渉計導波路構造となっている。 

 
Fig. 1 Plan-view photo of SiGe optical modulator 
この素子を使って、位相シフト量を測定した結果を Fig. 

2に示す。電流を注入することで位相シフト量が増加して

おり、参照用に作製した Si 光変調器と比較して、SiGe
光変調器はより大きな位相変調が得られていることが分

かった。これにより、歪 SiGe 中でプラズマ分散効果が増

大して、変調特性が改善可能であることを実証すること

に成功した。 

 (a)

 
Fig. 2 Phase shift in strained SiGe modulator 

 
４．その他・特記事項（Others） 
・NEDO 未来開拓プロジェクト 
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